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 GaNや AlNの伝導帯は CO2還元準位よりも負の電位に位置するため、還元性の高い光触媒と

して注目されている。しかし、これら光触媒はバンドギャップが大きいため紫外光しか吸収でき

ない。そのため、利用できる太陽光エネルギーは 5%未満であり、太陽光を有効に活用できない問

題がある。V をドープした AlVN では、バンド端吸収波長よりも長波長の光照射による酸化還元

反応由来の光誘起電流が報告されており、バンドギャップ内に Vが形成する準位を介した二段以

上の励起によってバンド端吸収よりも長波長の光を吸収することが示唆される[1]。GaVN におい

ても同様にバンド端吸収よりも長波長の光吸収が報告されているが[2]、光誘起電流は観測されて

おらず、光触媒として機能するか不明である。今回、GaN にイオン注入によって V をドープした

GaVN を作製し、可視光照射による酸化還元反応由来の光誘起電流の観測を通して、GaVN が可

視光応答型光触媒として機能するか検証した。 

サファイア(0001)上に MOCVDによって低温 GaNバッファ層および undoped-GaN (1.2 m)を成

長した。次にイオン注入法によって深さ約 100 nm まで約 1%の V を注入し、GaVN を作製した。

光誘起電流の観測には三電極式セルを用いて、GaVN を作用電極、白金線を対極、参照電極を

Ag/AgClとした。GaVNと接触する金属にインジウム、光源には 300 Wの Xe ランプを用い、光源

とセルの間には L42のカットオフフィルターを挿入して 400 nm以上の可視光を照射した。 

図 1 に電流密度(J)-時間(t)特性を示す。光を

照射しない時の電流密度に比べて、光を照射

した際の電流密度は約1 A/cm
2上昇した。GaN

では吸収できない 365 nm以上の可視光領域の

波長の光照射で電流密度が向上したことから、

光誘起電流には GaVN の価電子帯から励起さ

れ、V の準位を介して伝導帯に励起した電子が

関与している可能性がある。以上のことから、

GaVN が可視光応答型光触媒になり得ること

を確認した。 
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あ Fig. 1 J-t characteristic of GaVN. 
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